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ñêîëüêèõ ÷àñîâ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñòàáèëüíû
âî âðåìåíè. Áîëåå òîãî, «ïëûâóùèå» ïàðàìåòðû
íåêîòîðûõ ôîòîäèîäîâ ñòàáèëèçèðîâàëèñü ïîñëå
îáðàáîòêè.

Îïèñàííûé ìåòîä êîððåêöèè òåìíîâîãî òîêà áûë
ïðèìåíåí ê p�i�n-ôîòîäèîäàì íà îñíîâå êðåì-
íèÿ. Òåìíîâîé òîê óìåíüøèëñÿ â ïåðâûå íåñêîëüêî
ìèíóò îáðàáîòêè. Îäíàêî ñòåïåíü ñíèæåíèÿ òîêà
çàâèñèò îò ðàáî÷åãî íàïðÿæåíèÿ. Ïðèáîðû, ðàáîòà-
þùèå ïðè íàïðÿæåíèè ñâûøå 100 Â, ïîêàçàëè óìåíü-
øåíèå òåìíîâîãî òîêà íå áîëåå ÷åì íà 20%, à ðàáî-
òàþùèå ïðè íàïðÿæåíèè 30�50 Â � äî 30%. Äî-
ñòèãíóòûå ïàðàìåòðû ñòàáèëüíû âî âðåìåíè. Î÷å-
âèäíî, ÷òî ñ ïîâûøåíèåì ðàáî÷åãî íàïðÿæåíèÿ
ñòðóêòóðà êðèñòàëëà ôîòîäèîäà íà îñíîâå êðåìíèÿ
ñòàíîâèòñÿ ìåíåå ïîäâåðæåííîé âëèÿíèþ òîðñèîí-
íîãî ïîëÿ ñ ïðèâåäåííûìè âûøå ïàðàìåòðàìè.

Ðàçðàáîòàííàÿ êîíñòðóêöèÿ ð�i�n-ôîòîäèîäîâ õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåííîé òåõíîëîãè÷íîñòüþ èçãîòîâ-
ëåíèÿ ñ îäíîâðåìåííûì óëó÷øåíèåì ïàðàìåòðîâ, â ÷àñò-
íîñòè, òåìíîâîãî òîêà è ïðîöåíòà âûõîäà ãîäíûõ. Êðî-
ìå òîãî, ýòè ôîòîäèîäû õàðàêòåðèçóþòñÿ áîëüøåé íà-
äåæíîñòüþ è óñòîé÷èâîñòüþ ïðè ðàáîòå â óñëîâèÿõ ïî-
âûøåííîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû.
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